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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor element with stress-carrying semiconductor layer (SA) and corresponding
production method, whereby a crystalline stress generator layer (SG) is formed on a substrate material for the generation of a me-
€ chanical loading. Aninsulating stress transfer layer (2) is formed on the surface of the stress generator layer (SG), which transfers the
generated mechanical loadings to a stress-carrying semiconductor layer (SA). Improved electrical properties for the semiconductor
element are obtained along with an improved charge carrier mobility.
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Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement mit stressaufnehmender Halbleiterschicht (SA) sowie ein
zugehdriges Herstellungsverfahren, wobeiauf einem Trigermaterial (1) eine kristalline Stressgeneratorschicht (SG) zum Erzeugen
einer mechanischen Beanspruchung ausgebildet ist. An derOberfldche der Stressgeneratorschicht (SG) ist eine isolierende Stressii-
bertragungsschicht (2) ausgebildet, die die erzeugte mechanische Beanspruchungan eine stressaufnehmende Halbleiterschicht (SA)
weitergibt, wodurch manneben einer verbesserten Ladungstragerbeweglichkeit verbesserte elektrische Eigenschaften des Halbleiter-
bauelements erhilt.



